
全自动晶圆抛光后清洗机

产品名称 全自动晶圆抛光后清洗机

公司名称 深圳市科圣达超声波自动化设备有限公司

价格 350000.00/台

规格参数

公司地址 深圳市龙华新区大浪街道浪口二路92号3楼

联系电话  13823746941

产品详情

全自动晶圆抛光后清洗机有着极高的制程环境控制能力与微粒去除能力，市场份额相对小。

一般采取旋转喷淋的方式，用化学喷雾对单晶圆进行清洗的设备，相对自动
清洗台清洗效率较低，产能较低，但有着极高的制程环境控制能力与微粒去除能力。

全自动晶圆抛光后清洗机可用于多种工艺中，包括扩散前清洗、栅极氧化前清洗、外延前清洗、CVD
前清洗、氧化前清洗、光刻胶清除、多晶硅清除等多个清洗环节和部分刻蚀环节中。

还有另一种单晶圆清洗设备采取超声波清洗方式，市场份额相对小

全自动晶圆抛光后清洗机在应用环节上没有较大差异，两者的主要区别在于清洗方式和精度上的要求。

简单而言，单晶圆清洗设备是逐片清洗，自动清洗台是多片同时清 洗，所以自动清洗台的优势在于设备
成熟、产能较高，而单全自动晶圆抛光后清洗机的优势在于清洗精度高，背面、斜面及边缘都能得到有
效的清洗，同时避免了晶圆片之间的交叉污染。

洗刷器在晶圆抛光后清洗中占有重要地位。

全自动晶圆抛光后清洗机采取旋转喷淋的方式，但配合机械擦拭，有高压和软喷雾等多种可调节模式，
用于适合以去离子水清洗的工艺中，包括锯晶圆、晶 圆磨薄、晶圆抛光、研磨、CVD
等环节中，尤其是在晶圆抛光后清洗中占有重要地位。

在晶圆的加工中，需要对晶圆进行化学机械抛光处理，抛光处理后的晶圆需要进行清洗作业。在晶圆的
清洗工序中，往往是需要对晶圆进行固定，再进行清洗。由于晶圆的特殊性，对晶圆进行夹持会损坏晶
圆表面；而且将晶圆进行固定，清洗效果并不好，为此我们发明了一种晶圆清洗机。

全自动晶圆抛光后清洗机特点：

晶圆*大 300mm PVA



双面清洗双面刷洗

PVA双面刷洗

全自动晶圆抛光后清洗机支持4路化学液清洗，包括氨水与SCI

工作台含驱动组件，用于晶圆低速旋转（50-100 rpm）

化学清洗臂含 4 路化学液

去离子水和稀释氨分配的水坑喷嘴

全自动晶圆抛光后清洗机去离子水的 BSR（背面冲洗）喷嘴

带有流通孔的工艺室

标配三种不同化学品供应系统

工艺室外的手动去离子水枪。

全自动晶圆抛光后清洗机化学液可加热，*高可达 60°C（*高85°C ）

外部可更换化学液

支持兆声清洗

支持高压等离子水冲洗
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